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PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONSTRUCCION DE CONDENSADORES
ELECTRICOS DE CONTACTO FRONTAL.

Solioitants: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, de Berlin y Miinchen.,
entidad alemena, residente en Miinchen, 2, REPUBLICA
FEDERAL ALEMANA,

La invencién se refiere a perfeccionamientos en
la oonstruccidén de condensadores eléctricos de contacto
frontal con léminas:de material sintético como dieléetri-~
¢o y recubrimientos metdlicos delgados, especialmente re-

5e generadores, splicados sobre éstas, en el que une conexidén
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en gerio interior de superficies de recubrimiento esté egta~
blecida porque ung primers lémina de material sintético es
mis sncha que una segunda ¥y sobresale en smbos lados sobre
la segunda ldmine de materisl sintético, y porque estéd recu-
5e bierta por como minimo dos superficies de recubrimiento aig~
ladas entre 8i, que llegan a los cantos de léminas opuestas,
mientras que una segunda ldmina de materisl sintético més es
trecha estd recubierta como miqimo de una superficie de recu
brimiento, que en ambos bordes de léminas deja libres unas
10. zonas de borde libre y que solapa dos superficies de recubri
miento situadas sobre la primers lémina de material sintéti-
co, en el que las zonas de borde de las superficies de recu-—
brimiento estdn contactadas, en amwbos lados de la ldmina de
material sintético mds ancha, cada vez por una capa de meté—
15. lizacién por el procedimiento "Schoop'.

Un condensador de este tipo se conoce de la Memoria
de Patente Alemana 1.764.680. Si se desea contactar correcta
mente un condensador de este éipo, entonces, el dieléetrico
abarcado por las capas "Schoop" debe componerse de un mate—
20, rial bien contactable, es decir, la ldmins no debe ~daforman
se tanto o hasta fundirse, durante el proceso ¥Schoop", de
modo que se produzcan cortocircuitos o contactos malos con
las capaes "Schoop". Por esta razdén se utilizan en los conden
gadores de este tipo, segin el estado de la técnica, materig
25, les relativemente estables a la temperatura.

La tarea de la presente invencidn consiste en mejo
rer las propiedades eléctricas de un condensador de este bi-
PO.

Este probiemg se soluciona en un condensador del

30, tipo descrito al principio, porque ls primera ldmina de mat#
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rial mds ancha consiste en un material bien contactable y la
gsegunda en un material menos bien contactable con propieda-
des eléctricas especialmente ventajosas.,

La construccién segin la invencidn tiene la venta-
je de que por una parte permite un buen contacto del consen-
sador y que por otra parte mejora las propiedades eléctricas
menos ventajosas de los materiales bien contactables, utili-
zando dieldctricos especialmente ventajosos para la segunda
léming dieléctrica.

Una combinacidn especialmente ventajosa de las 1lé-
minas se obtiene cuando la primers ldmina de material sinté-
tico mds ancha consiste en policarbonato y la segunda ldmina
de material sintético en una de las materias polietileno,
polipropileno o poliestirol, La utilizacién de las materias
polietileno y polipropileno tiene aqui la ventaja de que és-
tos fomentan adicionalmente la capacidad de regeneracidn,
mientras que el poliestirol tiene un factor de pérdida espe-
cialmente reducido,

Otra mejora de las propiedades dieléctricas se con
sigue porque como minimo entre la lémina de material sintéti '
co més ancha y la superficie de recubrimiento contigua, que
limita con su superficie no metalizeda, estd dispuesto una
14mina de material sintético no metalizada con propiedades
eldéoctricas ventajosas,

Gracias a un mimero correspondiente de las superfj
cies de recubrimiento una conectada detrds de otra y merced
a un espesor correspondiente de las lédminas utilizadas se
puede adaptar el condensador a las tensiones necesarias.

A continuacién se explica la invencién con mds de=

talle a base del dibujo adjunto; la invencidén no se limita
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al ejemplo de ejecucién representado en la figura.rﬁm

Sobre una capa dieléctrica 1, que consiste en una
1lémine malamente contactable, por ejemplo polipropilen, estd
dispuesta una superficie de recubirmiento 2 que sirwve como
recubrimiento ciego. Sobre ésta se sitda una l4mina 3 asimig
mo mglamente contactable, que no estd vaporizada. Encima de
ésta se ha dispuesto ung ldmine mds ancha 4 bien conbacta-
ble, preferentemente de policarbonato, sobre la que se han
aplicado dos superficies de recubrimiento 5 y 6 que llegan ...
hazta el borde de lémine y que estdn aisladas entre si por
una tira 7 libre de recubrimiento. S5i una construccidn de eg
te tipo se somete al de metalizacidn por el procedimiento
"Schop', entonceé, las capas de contacto s6lo sbarcan ls 1li-
mina 4 contactable, por 1o tanto, ge obiiene un contacto es-
table. Das ldminas 1 y 3 malamente contactable garantizan,
en cembb, buenas propiedades eléctricas del condensador,

~-NOTA~

Degorita suficientemente la naturaleza del inventq
asi, como ls maners de realizarlo en la practica, debe haceg
ge congbar que es suceptible de modificaciones en cuanto no
alteren su principio fundamental., Tambien se hace consgtsr
que el presente invento corresponde e una solicitud de patben
te en Alemanis que se presenté el dia 16 de noviembre de
1972, bajo el mimero P 22 56 268.1., acogiéndoée por lo tan-
to a los beneficios que conceden los convenios internaciona-
}es en vigor, siendo lo que congtituye la esencia del referd
do invento y por lo que se solicita una Patente de Invencidn
por 20 gfios en Espafls, sobre: PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONS
TRUCCION DE CONDENSADORES ELECTRICOS DE CONTACTO FRONTAL.,

caracterizdndose por 1lo siguiente:
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1l.- Perfeccionamientos en la construccién de conden
sadores eléctricos de contacto frontal, con ldminas de mate-
rial sintético como dieléctrico y recubrimiento metdlicos del
gados, especialmente regenerables; aplicados sobre éstas, en
el que una conexidn en serie interior de superficies de recu~
brimiento estd establecida porque una primers ldmins de mate-

rial sintético es mds ancha gue una segunde y sobresale en am

" bos lados sobre la segunda lémina de material sintético, y

porque estd recubierta por como minimo dos superficies de re-
cubrimiento aisladas entre si, que llegan a los oantoé de 1d~
minas opuestas, mientras que una segunda ldmina de material
sintético mds estreche estd recubierta como minimo de una su-
perficie de recubrimiento, que en ambog bordes de lémina dejal
libres unas gzonas de borde libre y que solgpa dos superficies
de recubrimiento situadas la primera ldmina de material sinté|
tico, en el que las zonas de borde de las superficies de recu
brimiento estén conectedas, en ambos lados de la ldmina de mg
terial sintético mds ancha, cada vez por una capa de metaliza,
cidn por el procedimiento "Schoop"., caracterizados la prime-
ra lémina de materisl sintético mds ancha consiste en un mate| -
rial bien conectable y la segunds en un materisl menos bien
conectable con buenas propiedades eléctricas.

2.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1,
caracterizados porque la primers ldmina de materisl sintético
més encha consiste en policarbonato y la segunds lémina de mg
terial sintético en uno de las materias poletileno, polipropi
leno o poiieatirol.

3.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1§ 2

caracterizados porque como minimo entre la lémine de material

sintético més ancha y la superficie de recubrimiento contigual
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une lémina de material sintético no metélizada, con buenas

propiedades eléctricas,

4,- Perfeccionamientos en la construccién de conden
sedores eldéctricos de contacto frontal., tal y como queda sug

tencialmente descrito en la presente Memorig ¢ ilustrado en

dibujos adjuntos.

Esta Memoria consts de seis hojas escritas a migui-

na por una sola cara.
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que limita con su superficie no metalizada, estd dispuesta
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